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【はじめに】陽電子消滅は，結晶の空孔型欠陥を感度良く検出できる非破壊検査法である．陽電

子が物質中に打ち込まれると，運動エネルギーを失った後，電子と対消滅し，主に 2 本のγ線を

放出する（図１）．γ線のエネルギーは m0c2で得られるが，電子の運動量を反映したドップラー拡

がりを示す．一方，陽電子は原子核とのクーロン反発力のため，空孔型欠陥に捕獲される可能性

がある．欠陥中の電子運動量分布は完全結晶の場合とは異なることを利用し欠陥を検出すること

ができる． 

【実験・結果】Si 基板上に成膜した GaN

中の空孔型欠陥を評価した結果を図 2 に

示す．Sパラメーターはドップラー拡がり

の尖鋭度を示し，陽電子が空孔に捕獲され

ると値が上昇する．GaN 中の炭素濃度[C]

を図中に示した．炭素濃度が 21016 cm-3

の試料では，照射光エネルギーが 1.8 eV，

2.7 eV で上昇し始め，3.2 eV で飽和して

いる．光ルミネセンス測定結果より，3.2 

eV はバンド端発光に対応することがわか

る．S値の上昇は，正に帯電した空孔が電

子を捕獲するために生じるので，それぞれ

のエネルギーで電子捕獲が生じていると

判断できる． 
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図１．陽電子の空孔型欠陥への捕獲．消滅γ線は電

子の運動量 pLによりドップラー拡がりを示す．

また，陽電子はイオン殻から反発力を受け，空

孔に捕獲される傾向がある．  

 

図 2．GaN/Si の(a)PL スペクトルと，(b)S 値の照射

光エネルギー依存性．[C]は図中に示した． 
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